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Создание современных приборов на основе материалов АШВУ обеспечивается 

возможностью формирования совершенных границ раздела поверхности AmBv с 

различными функциональными материалами, формирующими приборные структуры. 

Параметры используемых для этого технологических процессов подбираются, в 

основном, эмпирически, т.к. механизмы взаимодействия различных веществ с 

поверхностью АШВУ с целью формирования на них границ раздела с заданными 

электронными свойствами до конца не установлены из-за их сложного строения. Поэтому 

представленная работа Бакулина А.В., посвященная теоретическому изучению 

особенностей электронных свойств поверхности (001) соединений AniBv при адсорбции 

галогенов и интерфейсные свойства границ раздела АшВу/сплав Гейслера, которые 

являются перспективными материалами для использования в спинтронике -  нового 

направления в микроэлектронике -  является актуальной, как решения практических задач 

создания управляемых технологий изготовления приборных структур на AmBv с 

предельными параметрами, так и получения фундаментальных знаний об особенностях 

взаимодействия галогенов (влияющих на электронные свойства, например, границы 

раздела диэлектрик/полупроводник АШВУ), с поверхностями АШВУ(001) и границ раздела 

полуметаллические сплавы Гейслера/АшВу, обладающих высокой степенью спиновой 

поляризации.

Научная новизна диссертационной работы определяется впервые выполненными 

комплексными сравнительными исследованиями влияния галогенов и их концентрации на 

электронную и атомную структуры более 20 реконструированных поверхностей (001) 

арсенидов и фосфидов галлия и индия и установления закономерностей при 

взаимодействии галогенов на полярной поверхности (001) этих соединений в зависимости 

от ее реконструкции и состава. Установлены закономерности в формировании 

химической связи, особенности электронной и атомной структуры приповерхностных 

слоев полупроводника. Установлены структурные и электронные факторы, влияющие на 

спиновую поляризацию на границах раздела сплавов Гейслера/АшВу и показано, что 

существуют определенного состава сплавы, формирующие границу раздела с высокой 

степенью спиновой поляризации.



Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью постановки 

решаемых задач, их физической обоснованностью и использованием современных и 

хорошо апробированных методов квантовой теории твердого тела и соответствие 

полученных результатов существующим теоретическим и экспериментальным данным.

При несомненной научной значимости полученных результатов, позволяющих 

расширить понимание механизмов взаимодействия галогенов с поверхностью (001) GaAs, 

InAs, GaP и InP и формирования границы раздела сплав Гейслера/АшВ^ важным 

практическим результатом диссертационной работы Бакулина А.В. являются 

рекомендации по составу сплавов, позволяющие достичь высокой степени спиновой 

поляризации и адгезии.

Основные результаты работы опубликованы в научных журналах и апробированы на 

научных конференциях. Автореферат диссертации написан в хорошем стиле и в 

достаточной степени отражает содержание диссертационной работы.

Представленная диссертационная работа Бакулина А.В. по своей актуальности, 

научной новизне и значимости полученных результатов отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему 

искомой степени по специальности 01.04.07 -  физика конденсированного состояния.
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